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Интерес к исследованию легированных силикатных стекол прежде всего, обусловлен применением их в создании пленочных резисторов и чипов в датчиках различных физических и химических воздействий /1/. В работе с использованием методов оже-электронной спектроскопии, ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии и спектроскопией поглощения света /2, 3/ исследовано влияние имплантации ионов Ba+ в силикатное стекло и последующего отжига на состав, плотности электронных состояний и параметров энергетических зон. Показано, что после ионной имплантации в ионно-легированном слое образуются нестехиометрические оксиды Si, Pb и Ba, а также несвязанные атомы этих же элементов. Вследствие этого происходит существенное изменение электронной структуры силикатного стекла, в частности, ширина запрещенной зоны уменьшается на  2 эВ. После отжига при Т = 1000 К в ионно-легированном слое исчезают несвязанные атомы Si, Pb, Ba и формируются стехиометрические оксиды типа SiO2, PbO и BaO. 
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